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摘  要  

    由於要將奈米碳管應用於玻璃基板之場發射顯示器以降低成本，且達到

大面積面板之製作，因此便需要在低於玻璃熔點(~570℃)的溫度環境下，以化

學氣相沉積法(chemical vapor deposition)的方式來成長奈米碳管。而要在

低溫(500℃)成長奈米碳管，催化金屬的熔點是決定性的因素之一。本論文中，

我們發現兩種新穎的催化金屬鎳鈀(NiPd)及鐵碳(FeC)合金適合在低溫下成

長奈米碳管。從相圖可以得知它們分別在重量百分比鎳:鈀=40:60 及鐵:碳

=95.7:4.3 的比例下有最低熔點 1237 及 1147℃。相對於單金屬而言，合金較

低的熔點讓它們可以在低溫的環境下具有較高的活性成長奈米碳管。我們的

研究顯示，使用鎳鈀及鐵碳作為催化金屬在低溫下所成長出的奈米碳管，將

有較優越的場發射特性，尤其使用鎳鈀所成長的奈米碳管將有低起始電場

(turn-on field)3.7 V/um 及高場發射電流(current density)152.3 mA/cm
2
。

此外，所成長出的碳管密度大約為 1010/cm3。 

    在加入閘極的三極結構方面，我們利用控制閘極介電層的厚度，改變奈

米碳管尖端與閘極間的相對位置以製造平行閘極 (planar-gate)和底閘極
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(under-gate)的結構，並期待以底閘極來增加陽極電流的控制能力並減少閘極的

漏電流。 

    最後，我們利用上述新穎的催化金屬在低溫的環境(500℃)下於玻璃基板

(PD200)上成長奈米碳管，經由在塗覆螢光粉的陽極加上高電壓後，而得到經

由場發射之後在陽極板上的螢光情形。 

    經過我們的研究，目前已經可以利用熱化學氣相沉積法的系統，並配合

新穎的催化金屬，在低溫的環境下成長密度均勻的奈米碳管。同時我們也將

其應用在玻璃基板上製造場發射顯示器，如能配合適當的三極結構，加強閘

極控制能力，相信將對於場發射顯示器有所改善，並期待在未來大尺寸且高

解析度奈米碳管場發射顯示器的誕生。 


